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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吐出エネルギーを発生する発熱部と、該発熱部の上に配置された保護層と、該保護層の
上に配置された導電性を有する層と、該導電性を有する層の上であって少なくとも前記発
熱部の上方の領域に配置された上部保護層と、を有し、
　前記上部保護層は、電気化学反応により溶出する金属を含みかつ加熱により前記溶出を
妨げるほどの酸化膜を形成しない材料で構成されている、液体吐出ヘッド用基板の製造方
法であって、
　前記上部保護層をマスクとして有する前記導電性を有する層の表面に、酸素を含むガス
を放電し、前記導電性を有する層の表面のうち前記上部保護層で覆われていない部分に酸
化部を形成する工程を含むことを特徴とする液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項２】
　前記ガスは、前記酸素を総流量の２０％以上含有している請求項１に記載の液体吐出ヘ
ッド用基板の製造方法。
【請求項３】
　前記放電のためのプラズマソースとして、誘導結合型プラズマを用いる請求項１又は２
に記載の液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項４】
　前記導電性を有する層は、前記保護層と前記上部保護層との密着性を向上させる層であ
る請求項１乃至３のいずれかに記載の液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
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【請求項５】
　前記導電性を有する層は、ＴｉまたはＴａの少なくとも一方である請求項１乃至４のい
ずれかに記載の液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項６】
　前記保護層は、ＳｉＯ膜またはＳｉＮ膜の少なくとも一方である請求項１乃至５のいず
れかに記載の液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項７】
　前記上部保護層は、ＩｒまたはＲｕを含む材料で形成されている請求項１乃至６のいず
れかに記載の液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項８】
　前記導電性を有する層の上に前記上部保護層を配置した後、該上部保護層をパターニン
グする請求項１乃至７のいずれかに記載の液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項９】
　前記導電性を有する層は上部層と下部層との２層からなり、
　前記上部層をエッチングストップ層としてドライエッチングにより前記上部保護層をパ
ターニングする請求項８に記載の液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記上部層はＴｉで形成され、前記下部層はＴａで形成されている請求項９に記載の液
体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記上部保護層と、液体吐出ヘッドの外部から電力供給を受ける電極配線層とは、前記
導電性を有する層を介して電気的に接続されている請求項１乃至１０のいずれかに記載の
液体吐出ヘッド用基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インク等の液体を吐出する液体吐出ヘッド用の基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１又は特許文献２等に開示されるようなインクジェット記録方式は、熱エネル
ギーを利用してインクを発泡させることで高速かつ高画質の記録が可能であり、またカラ
ー化及びコンパクト化に適している。
【０００３】
　インクジェット記録に使用するヘッド（インクジェットヘッド）の一般的な構成として
は、複数の吐出口と、吐出口に連通する液流路と、インクを吐出するために利用される熱
エネルギーを発生する電気熱変換素子とを有する構成を挙げることができる。電気熱変換
素子は発熱抵抗体およびこれに電力を供給するための電極を有して構成される。この電気
熱変換素子が電気的絶縁性を有する保護層により被覆されることで、各電気熱変換素子間
での絶縁性が確保される。各インク流路は共通液室と連通している。この共通液室にはイ
ンク貯留部としてのインクタンクからインクが供給される。そして、共通液室に供給され
たインクは、ここから各液流路に導かれた後、吐出口近傍でメニスカスを形成して保持さ
れる。この状態で、電気熱変換素子を選択的に駆動すると、駆動された電気熱変換素子か
ら熱エネルギーが発生し、この熱エネルギーを利用して電気熱変換素子上方のインク接触
部分（熱作用部）によりインクが急激に加熱されて発泡する。この発泡に伴う圧力によっ
てインクを吐出させる。
【０００４】
　かかるインクジェットヘッド（以下、単にヘッドとも称す）の熱作用部は、発熱抵抗体
の加熱により高温にさらされると共に、インクの発泡、収縮に伴うキャビテーションによ
る衝撃などの物理的作用や、インクによる化学的作用を複合的に受ける。したがって、通
常、熱作用部にはこれらの影響から電気熱変換素子を保護するために、上部保護層が設け
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られる。従来は、これらのキャビテーションによる衝撃や、インクによる化学的作用に対
して比較的強いＴａ膜を０．２～０．５μｍの厚さに形成した上部保護層を設けることに
より、ヘッドの長寿命化および信頼性の両立を図っていた。
【０００５】
　また、これらの熱作用部では、インクに含まれる色材および添加物などが高温加熱され
ることにより、分子レベルで分解され、難溶解性の物質に変化し、上部保護層上に物理吸
着する現象が起こる場合がある。この現象はコゲーションと呼ばれている。
【０００６】
　コゲーションにより上部保護層上に難溶解性の有機物や無機物が吸着すると、発熱抵抗
体からインクへの熱伝導が不均一になり、発泡が不安定となる。そこで、比較的コゲーシ
ョンが生じ難いＴａ膜が一般的に用いられている。
【０００７】
　以下に、熱作用部におけるインクの発泡、消泡に伴う様子について図６を用いて詳細に
説明する。
【０００８】
　図６における曲線（ａ）は、駆動電圧Ｖｏｐ＝１．３×ｘＶｔｈ（Ｖｔｈはインクの発
泡閾値電圧を示す）、駆動周波数：６ｋＨｚ、パルス幅：５μｓとしたときの発熱抵抗体
に電圧を印加した瞬間からの上部保護層での表面温度の経時変化を示したものである。ま
た、曲線（ｂ）は、同様に発熱抵抗体に電圧を印加した瞬間からの発泡した泡の成長状態
を示す。曲線（ａ）のように、電圧を印加してから昇温が始まり、設定された所定のパル
ス時間よりやや遅れて昇温ピークとなり（発熱抵抗体からの熱が上部保護層に達するのが
やや遅れるため）、それ以降は主として熱拡散により温度が降下する。一方、曲線（ｂ）
のように泡の成長は、上部保護層温度が３００℃付近から発泡成長が始まり、最大発泡に
達した後、消泡する。実際のヘッドでは、これが繰り返し行われる。このように、インク
の発泡に伴い上部保護層表面は、例えば６００℃付近まで昇温しており、いかにインクジ
ェット記録が高温の熱作用を伴って行われているかがわかる。
【０００９】
　そこで、従来は耐熱性の高い染料を含有するインクを用いたり、十分な精製を行って染
料中の不純物の量を減らしたインクを用いたりすることによって、コゲーションが発生し
にくいようにしていた。しかし、その分インクの製造コストが高くなり、使用できる染料
の種類が限られてしまう等の問題が生じていた。
【００１０】
　上記のような問題点を解消するべく、特許文献３には、インクに接する熱作用部にＩｒ
又はＲｕ等の金属を含む上部保護層を形成し、この上部保護層に電圧をかけて電解反応を
行うことで上部保護層を溶出させ、コゲを除去する技術が記載されている。また、上部保
護層は保護層と密着層を介して形成されており、該密着層は上部保護層に電圧をかける際
の配線としても用いられている。
【００１１】
　また、特許文献４では、難エッチング材であるＩｒを熱作用部上に配置するために、電
解液を用いた電解反応（電界エッチング）を行う方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第４，７２３，１２９号明細書
【特許文献２】米国特許第４，７４０，７９６号明細書
【特許文献３】特開２００８－１０５３６４号公報
【特許文献４】特開２００７－２３０１２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
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　しかしながら、電気化学反応により上部保護層を溶出させてコゲを除去するクリーニン
グ方法において、上述のように、前記密着層は、上部保護層の一方の電極と対向する電極
にインクを介して電圧を印加する際に配線として使用される。その前記密着層は、配線抵
抗がばらつくとコゲ取りが均一にできない場合があることがわかった。また、前記密着層
は、インクとの反応を抑制したり、ノズル材との密着性を向上させたりするために、その
表面が不動態化されていることが望ましい。その両方を容易に達成するために、前記密着
層を厚くすることや電解液を使った電界反応による密着層表面の不動態化が考えられる。
しかし、発熱抵抗体上に形成される上部保護層と密着層の厚さは、インクへの熱エネルギ
ーの伝達の観点から厚くすることは好ましくない。また、電界液を使った電界反応による
不動態化は、ウェハ面内で均一に反応させることが難しい。なぜなら、既に不動態化され
たところはそれ以上反応しないために電圧上昇が不均一となり、電界反応をコントロール
することが難しいからである。その結果、均一に不動態化された密着層を得ることが難し
い場合があった。
【００１４】
　したがって、コゲ取りに用いる配線を兼ねる前記密着層は、その表面が均一に不動態化
された薄い膜であり、配線抵抗が均一であることが望ましい。
【００１５】
　本発明は、これらの問題点に鑑みてなされたもので、前記密着層の表面を均一に不動態
化する方法を提供することを目的とする。より具体的には、コゲを除去するクリーングを
安定に行うことができる液体吐出ヘッドの作製に用いることのできる基板の製造方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の目的を達成するため、本発明は、
　吐出エネルギーを発生する発熱部と、該発熱部の上に配置された保護層と、該保護層の
上に配置された導電性を有する層と、該導電性を有する層の上であって少なくとも前記発
熱部の上方の領域に配置された上部保護層と、を有し、
　前記上部保護層は、電気化学反応により溶出する金属を含みかつ加熱により前記溶出を
妨げるほどの酸化膜を形成しない材料で構成されている、液体吐出ヘッド用基板の製造方
法であって、
　前記上部保護層をマスクとして有する前記導電性を有する層の表面に、酸素を含むガス
を放電し、前記導電性を有する層の表面のうち前記上部保護層で覆われていない部分に酸
化部を形成する工程と含むことを特徴とする液体吐出ヘッド用基板の製造方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、前記密着層の表面に緻密かつ均一性の高い酸化膜を形成することがで
きる。その結果、配線抵抗のバラツキを抑えて密着層の表面を不動態化することができる
。したがって、インク等の液体と上記保護層との間にかかる印加電圧が安定することで電
気化学反応が安定するため、コゲ取りを安定的に実施することができ、長期にわたる吐出
信頼性を確保できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明により製造される液体吐出ヘッド用基板を含む液体吐出ヘッドの概略断面
図である。
【図２】本発明の液体吐出ヘッド用基板の製造方法を説明するための断面工程図である。
【図３】図２（ｅ）に続き、本発明の液体吐出ヘッド用基板の製造方法を説明するための
断面工程図である。
【図４】本発明の実施形態における製造工程を経て作製されたインクジェットヘッドの模
式的な斜視図である。
【図５】インクジェットヘッドを用いて記録を行うインクジェット記録装置の概略構成例
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を示す斜視図である。
【図６】電圧を印加してからの上部保護層の温度変化と発泡状態とを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明に係る液体吐出ヘッド用基板の製造方法の実施形態を詳細
に説明する。
【００２０】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の製造方法により製造される液体吐出ヘッドの構成例を示す模式的断面
図である。なお、以下の実施形態では、インクジェットヘッドを例にして本発明を説明す
るが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２１】
　図１おいて、１はシリコン基板である。２はＳｉＯ膜、ＳｉＮ膜等からなる蓄熱層であ
る。３は発熱抵抗体層、４はＡｌ，Ａｌ－Ｓｉ，Ａｌ－Ｃｕ等の金属材料からなる配線と
しての電極配線層である。電気熱変換素子としての発熱部は、電極配線層４の一部を除去
してギャップを形成し、その部分の発熱抵抗体層を露出することで形成される。この発熱
部において吐出エネルギーとしての熱が発生する。電極配線層４は不図示の駆動素子回路
ないし外部電源端子に電極用スルーホール１０で接続されて、外部からの電力供給を受け
ることができる。５は、電極配線層４の上に設けられ、ＳｉＯ膜，ＳｉＮ膜等からなる保
護層である。８は、熱作用部の発熱に伴う化学的、物理的衝撃から電気熱変換素子を守り
、かつクリーニング処理に際しコゲを除去するために溶出する上部保護層である。６は、
保護層５と上部保護層８との間に配置され、保護層５と上部保護層８との密着性を向上さ
せ、かつ配線として機能する密着層である。７は、密着層６に形成された密着層酸化部で
ある。
【００２２】
　ここで、本発明の特徴は、酸素を含むガスを放電させることにより、ＴｉやＴａのよう
な密着層の表面に酸化膜を形成することである。誘導結合型プラズマで酸素ガスを分解し
、高エネルギーの酸素粒子（イオンやラジカル等）を密着層表面に照射することで、緻密
かつ均一性の高い酸化膜を形成することができる。その際、酸素ガスを総流量の20％含有
させることが好ましい。２０％以上酸素を含有させて放電することにより酸化膜をより好
ましく形成できる。その結果、配線抵抗のバラツキを抑えて密着層の表面を不動態化する
ことができる。したがって、インク等の液体と上部保護層との間に安定して均一に印加電
圧を負荷することができるため、電気化学反応が安定し、コゲ取りを安定的に実施するこ
とができ、長期にわたる吐出信頼性を確保できるようになる。また、流路形成層との密着
性も保持しつつ、密着層の表面を不動態かすることができる。
【００２３】
　密着層６は、導電性を有する材料を用いて形成される。
【００２４】
　また、密着層６の厚さは、例えば５０～２００ｎｍである。
【００２５】
　また、密着層６は複数の層からなることができ、例えば異なる材料を用いて２層とする
ことができる。この際、図７に示すように、より、緻密で均一な酸膜層を得るために、上
部密着層６ａをＴｉとし、下部密着層６ｂをＴａとして、密着層を構成することが好まし
い。また、配線抵抗のバラツキを抑えるためには、下部密着層が上部密着層より厚くなる
ように成膜することがより好ましい。例えば、上部密着層と下部密着層は、それぞれ５０
～１５０ｎｍと５～５０ｎｍから選択されることが好ましい。
【００２６】
　７は、密着層６の表面に形成される密着層酸化部である。本実施形態において、密着酸
化部は、例えばリアクティブイオンエッチング（ＲＩＥ）装置を用いて形成することがで
きる。プラズマソースは、誘導結合型プラズマ（ＩＣＰ）を用いる。ガスは、例えば、ア
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ルゴンガス（０～２００ｓｃｃｍ）、酸素ガス（１～１００ｓｃｃｍ）の混合ガスを用い
ることができる。条件としては、ＲＦパワーを１００Ｗ～２０００Ｗ（１３．５６ＭＨｚ
）とし、酸素ガスを例えば全体の総流量の２０％以上含有するように調整し、圧力を０．
１から５０Ｐａの範囲とすることが望ましい。
【００２７】
　例えば、上部密着層６ａをＴｉとし、下部密着層６ｂをＴａとした場合、酸素を含むガ
スを放電させて密着層を酸化することにより、上部密着層（Ｔｉ）の表面を酸化させてＴ
ｉＯ層を形成することでノズル材との密着力を向上できる。
【００２８】
　インクジェットヘッドにおける熱作用部は、発熱抵抗体での熱発生により高温にさらさ
れると共に、インクの発泡、発泡後の泡収縮に伴い、キャビテーション衝撃やインクによ
る化学的作用を主に受ける。そのため、このキャビテーション衝撃やインクによる化学的
作用から電気熱変換素子を保護するため、保護層５及び上部保護層８が設けられる。
【００２９】
　上部保護層８は、物理的・化学的衝撃からの保護という機能のほかに、電気化学反応に
よってインク等の液体に溶出する性質を有する。電気化学反応による金属の溶出の有無は
、一般に種々の金属の電位－ｐＨ図を見れば把握することが可能である。上部保護層の材
料として、好ましい溶出領域をもち、かつ加熱により強固な酸化膜を形成しないという観
点から、ＩｒまたはＲｕの単体、あるいはＩｒと他の金属との合金もしくはＲｕと他の金
属との合金を用いることが好ましい。また、ＩｒまたはＲｕの含有率が多いほど電気化学
反応が効率良く進行するので、それぞれの金属単体がより好ましい。なお、Ｉｒ合金もし
くはＲｕ合金の場合であっても、本発明の効果を得ることができ、少なくともＩｒまたは
Ｒｕを含む材料であれば良い。
【００３０】
　なお、上部保護層８と保護層との間に密着層６を配置することで、密着性を向上させて
いる。この密着層６は、上部保護層８を溶出させるために電圧を印加する際の配線として
も用いられるため、導電性材料からなる。
【００３１】
　また、熱作用部に位置する上部保護層上の堆積物を除去するために、本実施形態では上
部保護層８とインク等の液体との間の電気化学反応を利用する。このために、保護層５に
電極用スルーホール１０を形成し、上部保護層８と電極配線層４とを密着層６を介して電
気的に接続させている。電極配線層４はインクジェットヘッド用基板の端部にまで延在し
、その先端が外部との電気的接続を行うための外部電極用スルーホール１０の底部に露出
している。電極配線層４は外部電極に接続されるので、上部保護層８と外部電極とが電気
的に接続されることになる。
【００３２】
　さらに、本実施形態では、上部保護層８は、発熱部の上方に形成される熱作用部の位置
に形成される部分を含む領域１５と、それ以外の領域（対向電極側の領域）１４、との二
領域に分けられ、それぞれの領域に電気的接続がそれぞれ施される。領域１５と領域１４
とは液流路内にインク等の液体が存在しない場合には、相互に電気的に接続されていない
。しかし、液流路内に電解質を含む溶液が充填されると、この溶液を介して電流が流れ、
上部保護層８と溶液との界面で電気化学反応が生じる。インクジェット記録に用いられる
インクは電解質を含んでおり、上部保護層はＩｒ又はＲｕを含んでいるので、インクが存
在すればＩｒ又はＲｕの溶出を発生させることが可能である。このとき、アノード電極側
で金属の溶出が発生するので、熱作用部のコゲを除去するためには、領域１５がアノード
側、領域１４がカソード側となるように電位を印加すればよい。
【００３３】
　また、本実施形態では、領域１４においてもＩｒ又はＲｕを用いて上部保護層を形成し
ている。しかし、溶液（インク等）を介して好ましい電気化学反応を実施することが可能
なものであれば、他の材料を用いて領域１４を形成してもよい。
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【００３４】
　さらに、以上の構成では上部保護層８としてＩｒ又はＲｕを用いているが、電気化学反
応により溶出する金属を含み、かつ加熱により溶出を妨げる酸化膜を形成しない材料であ
れば、その他のものが用いられてもよい。なお、前記のような加熱により溶出を妨げる酸
化膜を形成しない材料とは、酸化膜を全く形成しない材料を意味するのではなく、加熱に
よって酸化膜を形成したとしても、その酸化膜が溶出を妨げない程度しか形成されない材
料を意味する。Ｉｒ合金またはＲｕ合金の場合、酸化膜が形成される程度は、Ｉｒまたは
Ｒｕの含有率が多いほど減少する傾向にある。よって、上部保護層８を構成する金属の組
成の選択は、上記のような傾向と求められる金属の耐久性などに応じて選択することが望
ましい。
【００３５】
　以上の構成のインクジェットヘッド用基板１３の上には流路形成部材１２が接合される
。この流路形成部材１２は、熱作用部に対応する位置に吐出口１１を有し、吐出口１１に
連通する液流路を形成する。
【００３６】
　（実施形態２）
　図２及び３は、インクジェットヘッド用基板の製造工程を説明するための断面工程図で
ある。
【００３７】
　まず、図２（ａ）に示すように、基板１を用意する。なお、本実施形態では、Ｓｉから
なる基板の場合について説明し、基板１には熱作用部を選択的に駆動させるためのスイッ
チングトランジスタ等の半導体素子からなる駆動回路を予め作り込むことができる。
【００３８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、基板１の上に、熱酸化法、スパッタ法、ＣＶＤ法など
により蓄熱層２を形成する。蓄熱層２は、例えばＳｉＯ2の熱酸化膜からなることができ
る。なお、駆動回路を形成するプロセス中で蓄熱層を形成することも可能である。
【００３９】
　次に、図２（ｃ）に示すように、蓄熱層２の上に発熱抵抗体層３を形成する。発熱抵抗
体層３は、例えばＴａＳｉＮの反応スパッタリングにより約５０ｎｍの厚さに形成するこ
とができる。また、さらに発熱抵抗体層３の上に電極配線層４を形成する。電極配線層４
は、例えばＡｌのスパッタリングにより約３００ｎｍの厚さに形成することができる。
【００４０】
　次に、図２（ｄ）に示すように、フォトリソグラフィ法を用い、発熱抵抗体層３および
電極配線層４に対して同時にドライエッチングを施し、配線パターンを形成する。ドライ
エッチングとしては、例えばリアクティブイオンエッチング（ＲＩＥ）法を用いることが
できる。また、さらに発熱部を形成するために、再びフォトリソグラフィ法を用いて、パ
ターニングした後にウエットエッチングを行い、Ａｌの電極配線層４を部分的に除去し、
その部分の発熱抵抗体層３を露出させる。なお、配線端部における保護層５のカバレッジ
性を良好なものとするため、配線端部において適切なテーパ形状が得られる公知のウエッ
トエッチングを用いることが望ましい。
【００４１】
　次に、図２（ｅ）に示すように、蓄熱層２、発熱抵抗体層３および電極配線層４の上に
保護層５を形成する。保護層５は、例えば、プラズマＣＶＤ法を用いて、ＳｉＮ膜を約３
５０ｎｍの厚みに形成することができる。
【００４２】
　次に、図３（ａ）に示すように、保護層５にスルーホールを形成する。スルーホールは
、例えばドライエッチングを用い、電極配線層４に到達するまで形成することができる。
また、図３（ａ）に示すように、スルーホールを形成した保護層５の上に密着層６を形成
し、密着層６の上に上部保護層８を形成する。密着層６は、例えば、スパッタリング法を
用い、Ｔａを約１２０ｎｍの厚さに形成することができる。また、上部保護層８は、例え
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ば、スパッタリング法を用い、Ｉｒを約２００ｎｍの厚さに形成することができる。
【００４３】
　次に、図３（ｂ）に示すように、少なくとも熱作用部と領域１４上に残るように上部保
護層８をパターニングする。この際、密着層６をエッチングストップ層として例えばリア
クティブイオンエッチング（ＲＩＥ）装置を用いて上部保護層８をパターニングすること
ができる。リアクティブイオンエッチングは、例えば、プラズマソースに誘導結合型プラ
ズマ（ＩＣＰ）を用い、エッチング条件としては、アルゴンガス；３０ｓｃｃｍ、塩素ガ
ス；７０ｓｃｃｍ、圧力；０．３Ｐａ、放電条件；５００Ｗ（１３．５６ＭＨｚ）で行う
ことができる。
【００４４】
　なお、上部保護層８のパターニングのためのリアクティブイオンエッチングは、プラズ
マソースに誘導結合型プラズマ（ＩＣＰ）、エッチングガスにアルゴンガス（１～２００
ｓｃｃｍ）、塩素ガス（１～２００ｓｃｃｍ）を用い、エッチング圧力；０．１～１０Ｐ
ａ、ＲＦパワー；１００～２０００Ｗ（１３．５６ＭＨｚ）の範囲で行うことが好ましい
。
【００４５】
　次に、図３（ｃ）に示すように、密着層６の表面を酸化させ、密着層酸化部７を形成す
る。この際、酸素を含むガスを放電させて密着層を酸化させる。具体的には、例えばリア
クティブイオンエッチング（ＲＩＥ）装置を用いて密着層酸化部７を形成することができ
る。密着層酸化部は、例えば、プラズマソースに誘導結合型プラズマ（ＩＣＰ）を用い、
条件としては、アルゴンガス；２００ｓｃｃｍ（０～２００ｓｃｃｍ）、酸素ガス；７０
ｓｃｃｍ（１～１００ｓｃｃｍ）、圧力；１．０Ｐａ（０．１～５０Ｐａ）、放電条件；
１０００Ｗ（１００～２０００Ｗ）（１３．５６ＭＨｚ）で形成することができる。なお
、括弧内は好ましい範囲をしめす。
【００４６】
　次に、図３（ｄ）に示すように、密着層６と密着層酸化部７を、領域１４と領域１５に
電気的に分離するために、フォトリソグラフィ法を用いてパターニングする。このパター
ニングは、例えば、リアクティブイオンエッチング（ＲＩＥ）を用いることができる。
【００４７】
　次に、図３（ｅ）に示すように、外部電極用のスルーホール１０を形成するために、保
護層５を部分的に除去し、その部分の電極配線層４を露出させた。外部電極用スルーホー
ル１０は例えばドライエッチングを用いて形成することができる。
【００４８】
　次に、流路形成部材１２を形成し、インク等の液体を吐出するための吐出口１１を備え
た吐出エレメントを形成する（図１参照）。
【００４９】
　最後に、インク供給口１６（図４参照）を形成し、基板をダイシングソーなどにより分
離切断、チップ化し、発熱抵抗体を駆動するための電気的接合とインク供給部材の接合を
行い、インクジェットヘッドを完成させる。
【００５０】
　このように形成されたインクジェットヘッドに、インクを供給するためのチップタンク
を取り付け、インクジェット記録ヘッドを作製し、吐出特性を調べたところ、記録品位に
問題ないことを確認した。
【００５１】
　［インクジェット記録ヘッドの評価について］
　評価は、本実施形態の製造方法を用いて作製したインクジェット記録ヘッドと、比較と
して電気化学反応を用いて不動態化した密着層を有するインクジェット記録ヘッドを用い
た。アルカリインク（ｐＨ１０）、駆動周波数；１５ｋＨｚ、パスル幅；１μｓ、駆動電
圧；２４Ｖで駆動させ、コゲ取り条件を１×１０＾６パスル毎、１０Ｖ、１５ｓとし、吐
出評価した。その結果、電界反応を用いて不動態化した密着層を有するインクジェット記
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録ヘッドは、一部のノズルにコゲが原因の不吐があり、印字品位の低下が確認された。一
方、本実施形態の方法で作製したインクジェット記録ヘッドは、記録品位に問題ないこと
を確認した。
【００５２】
　（実施形態３）
　実施形態２では密着層が１層からなる場合について説明したが、本実施形態で説明する
ように、密着層は２層で形成することもできる。
【００５３】
　つまり、実施形態２において、下部密着層及び上部密着層の２層で密着層６を形成する
ことができる。例えば、下部密着層として、Ｔａを約１００ｎｍの厚さに形成し、上部密
着層としてＴｉを約１５ｎｍの厚さに形成することができる。
【００５４】
　上部密着層の上に、上部保護層８として、例えば、Ｉｒをスパッタリングにより約２０
０ｎｍの厚さで形成することができる。上部保護層８は、実施形態２と同様にパターニン
グすることができる。
【００５５】
　その後、本実施形態では、上部密着層を酸化し、密着層酸化部とすることができる。具
体的には、上部密着層の表面を酸化して密着層酸化部７を形成するため、例えばリアクテ
ィブイオンエッチング（ＲＩＥ）装置を用いることができる。密着層酸化部の形成には、
プラズマソースに誘導結合型プラズマ（ＩＣＰ）を用い、条件は、例えば、アルゴンガス
；２００ｓｃｃｍ、酸素ガス；７０ｓｃｃｍ、圧力；１．０Ｐａ、放電条件１０００Ｗ（
１３．５６ＭＨｚ）とすることができる。
【００５６】
　（実施形態４）
　図５は、本発明にかかる製造方法を用いて作製したインクジェットヘッドが適用された
インクジェット装置の一例の外観図である。
【００５７】
　図５に示すインクジェット装置において、本発明の製造方法で作製されたインクジェッ
トヘッドを搭載した記録ヘッド２２００は、駆動モータ２１０１の正逆回転に連動して駆
動力伝達ギア２１０２、２１０３を介して回転するリードスクリュー２１０４の螺旋溝２
１２１に係合するキャリッジ２１２０上に搭載されている。また、記録ヘッド２２００は
駆動モータ２１０１の動力によってキャリッジ２１２０とともにガイド２１１９に沿って
矢印ａ、ｂ方向に往復移動される。不図示の記録媒体供給装置によってプラテン２１０６
上に搬送される記録用紙Ｐ用の紙押え板２１０５は、キャリッジ２１２０移動方向にわた
って記録用紙をプラテン２１０６に対して押圧する。
【００５８】
　２１０７、２１０８はフォトカプラでキャリッジ２１２０のレバー２１０９のこの域で
の存在を確認して駆動モータ２１０１の回転方向切り替え等を行うためのホームポジショ
ン検知手段である。２１１０は記録ヘッド２２００の全面をキャップするキャップ部材２
１１１を支持する部材で、２１１２はキャップ部材２１１１内のインクを吸引排出するた
めの吸引手段で、キャップ内開口２１１３を介して記録ヘッド２２００の吸引回復を行う
。２１１４はクリーニングブレードで、２１１５はこのブレードを前後方向に移動可能に
する移動部材であり、本体支持板２１１６にこれらは支持されている。クリーニングブレ
ード２１１４は、この形態に限らず、周知のクリーニングブレードが本体に適用できる。
【００５９】
　また、２１１７は、吸引回復の吸引を開始するためのレバーで、キャリッジ２１２０と
係合するカム２１１８の移動に伴って移動し、駆動モータ２１０１からの駆動力がクラッ
チ切り替え等の公知の伝達手段で移動制御される。前記記録ヘッド２２００に設けられて
発熱部２１１０に信号を付与したり、上述した各機構の駆動制御を司ったりする記録制御
部は、記録装置本体側に設けられている（不図示）。
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【００６０】
　上述したような構成のインクジェット記録装置２１００は、記録媒体供給装置によって
プラテン２１０６上に搬送される記録用紙Ｐに対し、記録ヘッド２２００が記録用紙Ｐの
全幅にわたって往復運動しながら記録を行うものである。また、記録ヘッド２２００は上
述したような方法で製造したものを用いているため、高精度で高速な記録が可能である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　基板
　２　蓄熱層
　３　発熱抵抗体層
　４　電極配線層
　５　保護層
　６　密着層
　７　密着層酸化部
　８　上部保護層
１０　電極用スルーホール
１１　吐出口
１２　流路形成部材
１３　液体吐出ヘッド用基板

【図１】 【図２】
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